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(57) Abstract

A current intensity measuring instrument uses the magnetic field generated by the electric current (I1) to measure the intensity of

the electric current (I1). The current intensity measuring instrume;

nt has an IC housing (1) that contains a sensor (10) integrated on a

semiconductor substrate (6), as well as two electrically interconnected electric conducting contacts (12, 13) through which the electric

current (I1) to be measured flows.




(57) Zusammenfassung

Es wird ein StromstirkemeBgerat vorgeschlagen, das dazu dient, die Stromstirke eines elektrischen Stroms (I1) mittels des vom
elektrischen Strom (I1) erzeugten magnetischen Feldes zu messen. Das StromstirkemeBgerat umfaft ein IC-Gehiuse (1) und darin einen
auf einem Halbleitersubstrat (6) angeordneten integrierten Sensor (10) sowie zwei elektrisch leitende Kontakte (12, 13), die miteinander
elektrisch leitend verbunden sind und durch die der zu messende elektrische Strom (I1) flieBt.
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Stand der Technik

Die Erfindung geht aus von einem StromstarkemeRgeridt nach
der Gattung des Hauptanspruchs. Es sind bereits integrierte
Schaltungen bekannt, bei denen ein integrierter Sensor vor-
gesehen ist, mit dem die magnetische Feldstdrke eines
Magnetfeldes als MaR flr die Stromstarke gemessen wird. Zur
besseren Mefbarkeit ist dazu entweder die Oberfléche des
Sensors freiliegend und nicht abgedeckt und somit durch Um-
welteinfllisse gefdhrdet, oder der Sensor ist in einem IC-Ge-
hduse angeordnet, wodurch eine Verschlechterung der Mefbe-
dingungen insbesondere flir Magnetfelder von kleinen Strémen

in Kauf genommen werden muf.

Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgemdfe Stromstirkemefgerdt mit den kennzeich-
nenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegeniiber den
Vorteil, daR zur Messung von Magnetfeldstédrken insbesondere
kleiner Strdme der Strom so nahe am integrierten Sensor vor-
beigeflihrt wird, daf eine Messung mit ausreichender Genauig-
keit erfolgen kann, obwohl der integrierte Sensor in einem
IC-Gehduse eingegossen ist. Der integrierte Sensor ist dabei
vor Umwelteinfllissen geschlitzt. Auflerdem ist flir das Strom-
stérkemefRgeridt ein handelslbliches IC-Gehduse verwendbar,
wodurch sich der Herstellungsaufwand reduziert. Schlieflich
wird erreicht, daR der Leiter definiert am Sensor vorbeige-

fihrt wird, was die Genauigkeit der Messung erhoht.
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Durch die in den Unteranspriichen aufgeflihrten MaRnahmen sind
vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im

Hauptanspruch angegebenen Stromstarkemefigerdts mdglich.

Die Verwendung des elektrisch leitf&higen Tragerelements des
integrierten Sensors zur Leitung des MefRstroms erweist sich
insofern als vorteilhaft, als integrierte Schaltungen mit
elektrisch leitfdhigen Trigerelementen bereits im Handel er-
h&ltlich sind und so keine Modifikation eines IC-Geh&uses
vorgenommen werden muf, um einen magnetfeldsensitiven inte-
grierten Sensor zur Strommessung einzusetzen. AufRerdem wird
dadurch der Strom, dessen Magnetfeld gemessen werden soll,
so nahe wie méglich am integrierten Sensor vorbeigefithrt. Da
die Feldstérke des Magnetfeldes mit steigendem Abstand vom
integrierten Sensor sinkt, wird durch den geringen Abstand
eine hohe Glite des Stromstédrkemefigeridts in Form einer gerin-
gen Empfindlichkeit gegenliber Stdrgrdfen erreicht. Zusitz-
lich kénnen mit dieser Anordnung auch grdRere Strdme gemes-
sen werden, da das Trédgerelement genlUgend grofle Abmessungen

aufweist, um auch gréRere Strdéme zu fihren.

Die Anordnung einer Isolationsschicht zwischen integriertem
Sensor und elektrisch leitfdhigem Trégerelement dient vor-
teilhafterweise dazu, den zu messenden Strom rdumlich auf
das elektrisch leitfdhige Tragerelement zu begrenzen d.h.
Leckstroéme zum Halbleitersubstrat zu vermeiden und so ein

exaktes MefRergebnis zu erhalten.

Die Anordnung der elektrisch leitenden Verbindung zusammen
mit dem integrierten Sensor auf einem Halbleitersubstrat er-
gibt eine hohe MeRempfindlichkeit, da die Feldlinien des
Magnetfeldes in einem meftechnisch glnstigen Winkel durch
den integrierten Sensor dringen. AuRerdem kann eine bereits
auf dem Halbleitersubstrat vorhandene integrierte Metall-

schicht fir die Leiterbahn verwendet werden, wodurch sich
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wiederum der Herstellungsaufwand flr das Stromstérkemeﬂgerét

verringert.

Die Stromleitung Uber eine getrennt vom Halbleitersubstrat
innerhalb des Gehduses verlaufende Leiterbahn ist in vor-
teilhafter Weise filir die Messung grdfRerer Stréme geeignet,
insbesondere, wenn das IC-Gehduse kein leitfdhiges Trager-
element aufweist. AuBerdem verbessert sich die MeRempfind-
lichkeit, da dann die Feldlinien insbesondere einen als in-
tegrierten Hall-Sensor ausgebildeten Sensor in einem mef3-

technisch glnstigen Winkel durchdringen.

Besonders vorteilhaft ist es, den integrierten Sensor als
einen integrierten Hall-Sensor auszufiihren, da ein Hall-
Sensor mit wenig Aufwand integrierbar ist und eine

gqualitativ hochwertige Messung der Feldstdrke erlaubt.

Auch die Ausgestaltung des integrierten Sensors in Form ei-
nes magnetoresistiven integrierten Sensors ist vorteilhaft,
da die Empfindlichkeit dieses integrierten Sensors sehr hoch

ist.

Die Integration des integrierten Sensors gemeinsam mit einem
Mefverstirker und einem A/D-Wandler in einer integrierten
Schaltung bringt den Vorteil mit sich, daf eine komplette
Mefvorrichtung in einer integrierten Schaltung zusammenge-
faRt ist, wodurch keine zusdtzliche Schaltung zur MeRwert-

verstdrkung und -wandlung notwendig ist.

Weiter gereicht es zum Vorteil, daR® mehr als ein integrier-
ter Sensor im IC-Gehduse integriert ist, da sich zum einen
eine hdéhere MeRverstarkung bzw. ein hdéheres Signal/Rausch-
FVerhéltnis erreichen 1&RBt und zum anderen durch Verrechnung
der Ausgangssignale der integrierten Sensoren eine Elimina-

tion von Stdorfeldstarken méglich ist.
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Zeichnung

Ausfihrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung
dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung n&her er-

lautert.

Es zeigen:

Figur 1: ein Stromstarkemefigerdt in einer ersten Ausfih-
rungsform ,
Figur 2: ein Stromstarkemefgerdt in einer zweiten Ausfih-
rungsform,
Figur 3: ein Stromstarkemefgerat in einer dritten Ausfih-

rungsform.

Beschreibung der Ausfihrungsbeispiele

In Figur 1 ist ein beschaltetes StromstarkemeRgerdt in einer
ersten Ausfihrungsform dargestellt. Ein IC-Gehduse 1 weist
an seiner Aufenseite mehrere Anschliisse 2 auf. Die Anschlis-
se 2 sind mit Kontaktfldchen 3 verbunden, die im Inneren des
IC-Gehduses 1 am Rand verteilt angeordnet sind. Von den Kon-
taktfldchen 3 gehen Dréhte 4 aus, die mit AnschluRfldchen 5
auf einem Halbleitersubstrat 6 verbunden sind. Die AnschluR-
fléchen 5 sind ebenfalls am Rand des Halbleitersubstrats 6
verteilt. Auf dem Halbleitersubstrat 6 befindet sich auRer-
dem eine integrierte Schaltung 14 mit einem integrierten
Sensor 10, der als magnetoresistiver Sensor in einer
Wheatstone-Brickenschaltung ausgebildet ist. Die integrierte
Schaltung 14 umfaRt weiter einen MefRverstarker 8 der der
Wheatstone-Briickenschaltung nachgeschaltet ist und dessen

Ausgang am Eingang eines A/D-Wandlers 9 liegt.

Zweli Anschliisse der Wheatstone-Brickenschaltung sind dber
Leiterbahnen mit Anschluffldchen 5 verbunden, die als Span-

nungsversorgungsanschliisse an eine Betriebsspannung (Vgg,
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Vgq) angeschlossen sind, wéhrend die beiden weiteren An-
schllisse der Wheatstone-Briickenschaltung mit dem MeRverstir-
ker 8 verbunden sind. Die Ausgdnge der integrierten Schal-
tung 14 sind ebenso wie deren Eingdnge mit den weiteren An-
schluRflachen 5 lUber Leiterbahnen verbunden. Das Halbleiter-
substrat 6 ist auf einer Isolationsschicht 15 aufgebracht,
die ihrerseits wiederum auf einem elektrisch leitfdhigen
Trigerelement 11 befestigt ist. Das elektrisch leitfdhige
Tragerelement 11 weist Flachenanteile auf, die an zwei Sei-
ten aus dem IC-Gehduse 1 ragen und in Kontakte 12, 13 min-
den. An den Kontakten 12, 13 ist lber einen Widerstand R1
eine Spannungsquelle Ul angeschlossen, wodurch ein Strom Il

durch das elektrisch leitfé&hige Trdgerelement 11 fliefRt.

Der Strom I1l, welcher durch das elektrisch leitfdhige Tra-
gerelement 11 unter dem Halbleitersubstrat 6 fliefit, erzeugt
ein Magnetfeld. Die Feldstadrke des Magnetfeldes wird dabei
vom in der integrierten Schaltung 14 liegenden integrierten
Sensor 10 in eine elektrische Spannung, die von der
Feldstdrke des magnetischen Feldes abhidngig ist, abgebildet.
Ublicherweise ist die Abhéngigkeit in Form einer
Proportionalitédt vorhanden. Die elektrische Spannung wird im
nachfolgenden Mefverstdrker 8 verstarkt und vom A/D-Wandler |
9 digitalisiert, wodurch an einzelnen Anschluf’flecken 5 ein
der gemessenen Feldstdrke des Magnetfeldes des Stroms Il
entsprechendes digitales Signal anliegt, das {iber die Dréahte
4 an die Kontaktfldchen 3 und von dort an die Anschllsse 2
gelangt, wo es fir eine Anzeige oder Weiterverarbeitung
bereitsteht. Die Isolationsschicht 15 isocliert das
Halbleitersubstrat 6 elektrisch vom elektrisch leitfdhigen
Tréigerelement 11. Dadurch wird eine Fehlfunktion des
Stromsférkemeﬁgeréts aufgrund vom elektrisch leitfdhigen
Tridgerelement 11 zum Halbleitersubstrat 6 fliefender Stréme
verhindert. Das IC-Gehduse 1 besteht aus einem Kunststoff
oder einer Keramik und umschliefit die integrierte Schaltung

14 auf dem Halbleitersubstrat 6 sowie die Kontaktfl&chen 3
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mit den Drdhten 4. Zur Inbetriebnahme der integrierten
Schaltung 14 ist an die Spannungsversorgungsanschliisse der
Anschlisse 2 ein entsprechendes Betriebspotential Vse: Vgag

anzulegen.

Mit dem StromstirkemeRgerit ist lber das durch den Strom Il
erzeugte Magnetfeld die Stromstdrke des Stroms I1l, der an

den Kontakten 12 und 13 durch das IC-Gehduse 1 gefiihrt wird,
meRbar, wobei das elektrisch leitfdhige Tragerelement 11 zu-
sdtzlich zu seiner Kihlfunktion die Funktion des Leiters fiir

den Strom Il ausubt.

Figur 2 zeigt ein zweites Ausflhrungsbeispiel flir ein Strom-
starkemefgerdt unter Beibehaltung der Numerierung von Figur
1. Im IC-Gehduse 1 befindet sich die auf dem Halbleiter-
substrat 6 aufgebrachte integrierte Schaltung 14. Diese um-
faRt zwei integrierte Hall-Sensoren 10, von deren je vier
Elektroden je zwei gegenlberliegende Elektroden an Anschluf-
flecken 5 angeschlossen sind, an denen die Betriebsspannung
Vgs: Vgg anliegt. Die verbleibenden Elektroden sind an Ein-
génge eines analogen Addiermittels 7 angeschlossen, dessen
Ausgang lber den Mefverstarker 8 mit dem A/D-Wandler 9 ver-
bunden ist. Die Ausgange des A/D-Wandlers 9 flthren zu den
weiteren Anschufflecken 5. Die AnschluRflecken 5 sind lber
die Dridhte 4 an den Kontaktfl&chen 3 befestigt, welche durch
das IC-Gehduse 1 hindurch in die aus dem IC-Gehduse 1 ragen-
den Anschllisse 2 {ibergehen. Die elektrische Verbindung der
beiden Kontakte 12, 13 ist in Form einer Leiterbahn 16, die
Uber weitere Anschlufflecken 25, weitere Drihte 24 und die
Anschlisse 3 die beiden Kontakte 12, 13 verbindet, ausgebil-
det, wobei die Leiterbahn 16 nahe an den integrierten Hall-
Sensoren 10 vorbeiflihrt und auf dem Halbleitersubstrat 6 in-
tegriert ist. Durch die Leiterbahn 16 flieft der zu messende

Strom Il.
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Der durch die Leiterbahn 16 flieRende Strom Il erzeugt auch
hier ein Magnetfeld, dessen Feldlinien die integrierten
Hall-Sensoren 10 durchdringen. Die durch das Magnetfeld er-
zeugten, zu dessen Feldstdrke proportionalen Spannungen der
integrierten Hall-Sensoren 10 werden im Addiermittel 7
addiert und im nachfolgenden MeRverstarker 8 verstdrkt. Im
nachgeschalteten A/D-Wandler 9 erfolgt eine Umwandlung des
analogen Spannungssignals am Ausgang des MefRverstérkers 8 in
digitale Signale, die liber die AnschlufRflecken 5, Drahte 4
und Kontaktflachen 3 an die zugehdrigen Anschliisse 2 gelan-
gen. Durch die Anordnung der Leiterbahn 16 seitlich zu den
integrierten Hall-Sensoren 10 im Gegensatz zur Anordnung des
elektrisch leitféhigen Tragerelements 11 unter den inte-
grierten Hall-Sensoren 10 durchdringen die magnetischen
Feldlinien die Oberfldchen der integrierten Hall-Sensoren 10
nahezu senkrecht, wodurch eine gréRere Empfindlichkeit des
StromstarkemeRgerdts mit den integrierten Hall-Sensoren 10

erreicht wird.

Durch die r&umliche Anordnung der integrierten Hall-Sensoren
10 auf dem Halbleitersubstrat 6 ist es mdglich, eine Elimi-
nierung von magnetischen Stérfeldern zu erreichen. So kénnen
die beiden integrierten Hall-Sensoren 10 je links und rechts
in gleichem Abstand von der Leiterbahn 16 angeordnet sein,
und damit ein Einfluff homogener Magnetfelder durch eine
Addition der Ausgangsspannungen der beiden integrierten
Hall-Sensoren 10 mit verschiedenen Vorzeichen minimiert wer-
den. Ebenso ist es mdglich, die beiden integrierten Hall-
Sensoren 10 in unterschiedlichem Abstand von der Leiterbahn
16 anzuordnen und eine hinter den integrierten Hall-Sensoren
10 angeordnete Rechenschaltung vorzusehen, mittels derer die
Ausgangésignale der beiden integrierten Hall-Sensoren 10 auf
Ubereinstimmung mit der durch die Abhingigkeit der Magnet-
feldstarke vom seitlichen Abstand von der Leiterbahn 16 ge-
gebenen GesetzmdRigkeit geprift werden und die nicht

korrekten Anteile des Ausgangssignals eliminiert werden. Da-
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zu ist auch eine Anordnung beliebig vieler weiterer inte-

grierter Hall-Sensoren 10 mdglich.

Anstelle eines integrierten Hall-Sensors 10 ist ebenso ein
anderer magnetosensitiver Sensor, wie z.B. eine die Verstim-
mung eines Resonanzkreises aufgrund des Magnetfeldes anzei-
gende Schaltung vorgesehen. Durch die Tatsache, daR der Sen-
sor 10 integriert ist, ist die Weiterverarbeitung des MefR-
werts mit dem integrierten Sensor 10 im gleichen IC-Gehduse
1 integrierten Schaltungsnetzwerk in analoger wie in digita-
ler Form mdglich. Eine automatische Steuerung des Mefvor-
gangs, die MeRwertspeicherung, Verarbeitung und Auswertung
und eine eventuelle Ruckkopplung auf den Strom Il ist eben-

falls vorgesehen.

Figur 3 zeigt ein drittes Ausfihrungsbeispiel fiir ein Strom-
stirkemefgerdt unter Beibehaltung der Numerierung von Figur
2. Es besteht dabei der Unterschied, daR die Leiterbahn 16
nicht zusammen mit der integrierten Schaltung 14 auf demsel-
ben Halbleitersubstrat 6 integriert und liber die Anschliisse
23, die Anschlufiflecken 25 und die Drihte 24 mit den Kontak-
ten 12, 13 verbunden ist, sondern vom Halbleitersubstrat 6
elektrisch isoliert im IC-Geh&use 1 angeordnet und direkt

mit den Kontakten 12, 13 verbunden ist.

Der elektrische Strom I1, der durch die Leiterbahn 16
fliefit, bildet nun einerseits ein Magnetfeld aus, welches
meRtechnisch glinstig die integrierten Hall-Sensoren 10
durchdringt und ist andererseits elektrisch vom Halbleiter-
substrat 6 und den integrierten Hall-Sensoren 10 isoliert,
wodurch keine elektrische Beeinflussung und Verfdlschung des
Mefisignals durch den Strom Il entstehen kann. AuBerdem ist
fir diese Ausgestaltung ein dickerer Leiterquerschnitt fiir
die Leiterbahn 16 wahlbar, als in Figur 2, wodurch auch

diese Anordnung flir grofiere Strdéme Il geeignet ist.
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Ansprtiche

1. Stromstérkemefgerdt mit einem in einem IC-Geh&use, auf
einem Halbleitersubstrat angeordneten, integrierten Sensor,
der ein von der magnetischen Feldstdrke des von einem
elektrischen Strom erzeugten magnetischen Feldes abhingiges
Ausgangssignal abgibt, dadurch gekennzeichnet, daR
wenigstens zwei elektrisch leitende Kontakte (12, 13)
vorgesehen sind, die aus dem IC-Geh&use (1) ragen und die
innerhalb des IC-Geh&uses (1) miteinander {ber eine
elektrisch leitende Verbindung verbunden sind, durch die der
zu messende elektrische Strom (I1l) flieft und daR die
elektrisch leitende Verbindung im Bereich des integrierten

Sensors (10) gefldhrt ist.

2. Stromstdrkemefgerdt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daR die elektrisch leitende Verbindung ein elektrisch
leitféhiges Trégerelement (11) umfaft, auf dem der inte-

grierte Sensor (10) befestigt ist.

3. StromstarkemeRgerat nach Anspruch 2 dadurch gekennzeich-
net, daf zwischen dem integrierten Sensor (10) und dem elek-
trisch leitfdhigen Trédgerelement (11) eine Isolationsschicht

(15) angeordnet ist.

4. StromstdrkemeBgerdt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daR die elektrisch leitende Verbindung eine auf dem

Halbleitersubstrat (6) integrierte Leiterbahn (16) umfaft.

5. Stromstarkemefgerdt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daR die elektrisch leitende Verbindung eine getrennt
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vom Halbleitersubstrat (6) im IC-Gehduse (1) angeordnete
Leiterbahn (16) umfaBt.

6. StromstarkemeRgerdt nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daf® der integrierte Sensor (10) ein

integrierter Hall-Sensor ist.

7. StromstérkemefRgerdt nach einem der Ansprlche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daf der integrierte Sensor (10) ein

integrierter magnetoresistiver Sensor ist.

8. StromstarkemefRgerdt nach einem der Ansprilche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daR der integrierte Sensor (10) ge-
meinsam mit einem dem integrierten Sensor (10)
nachgeschalteten Mefverstdrker (8) und einem diesem
folgenden A/D-Wandler (9) in einer integrierten Schaltung

(14) integriert ist.

9. StromstdrkemeRgerdt nach einem der Anspriche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daR im IC-Gehduse (1) wenigstens ein
weiterer integrierter Sensor (10) vorgesehen ist, der
gleichfalls ein von der magnetischen Feldstarke des vom zu
messenden elektrischen Strom erzeugten magnetischen Feldes
abhangiges Ausgangssignal abgibt und daR® die Ausgangssignale
der integrierten Sensoren (10) mittels eines Addiermittels

(7) addiert oder subtrahiert werden.
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Fig. 1




PCT/DE95/00375

WO 95/25959

213

‘b1
¢ 0t —¢ —— —— "
£ ’.N Cr 3 e S , .m. Ca
Y
N 7 7 \ /
&\l\m \l\m]T\ &>;\/,\m\/\\mm>
0L
\ L = JnU
L N -l [+ 0 [
g/v| 8 Q_Ilﬂ_ Sk
) —
6 T
] 1
91 | 91 — —
L Y S e 14 2 ﬂ_‘.;




PCT/DE95/00375

WO 95/25959

3/3

g b1




INTERNATIONAL SEARCH REPORT Inten sl Application No
PCT/DE 95/00375

. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A
IPC 6 GO1R15/20

"According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 GOIR

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data basc consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X US,A,5 041 780 (RIPPEL) 20 August 1991

1

9
Y see column 1, line 47 - column 2, Tine 29 5
A see column 3, line 7 - line 35 8
see column 7, Tine 61 - column 8, Tine 28;
figures 1A-1C, 6-8
Y EP,A,0 415 439 (KK TOSHIBA) 6 March 1991 5
see column 5, line 24 - column 6, line 7;
figure 1A

X DE,A,38 28 005 1-3,7
(FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT) 9 March
1989

see column 2, line 11 - column 3, Tine 25;

figure 1
_/_..

m Further documents are listed in the continuation of box C. m Patent family members are listed in annex.

* Special categorics of cited documents : . .
pe & i *T* later document published after the international filing date

or priority date and not in conflict with the application but

"A" document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international
filing date

“L" document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

“P" document published prior to the international filing date but
later than the priority date claimed

cited to understand the principle or theory underlying the
invention

"X document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered novel or cannot be considered to
involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the
document is combined with one or more other such docu-
ments, such combination being obvious to a person skilled
in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

5 July 1995

Date of mailing of the intcrnational search report

24.07. 95

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Iwansson, K

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

Seite 1 von 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interr 1al Application No

PCT/DE 95/00375

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

X

DE,A,42 21 385 (MIKROELEKTRONIK NEUHAUS) 5
January 1994
see claims 1,2; figure 1

1-3,7

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

Seite 2 von 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

...formation on patent family members

Intern  1al Application No

PCT/DE 95/00375

Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date
US-A-5041780 20-08-91 NONE
EP-A-415439 06-03-91 JP-A- 3090872 16-04-91

- US-A- 5023684 11-06-91
DE-A-3828005 09-03-89 NONE
DE-A-4221385 05-01-94 NONE

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern ales Aktenzeichen

PCT/DE 95/00375

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6

GO1R15/20

"Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der [IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 6 GOIR

Recherchierte aber nicht zumn Mindestpriifstoff gehorende Verdifentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wihrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

"L° Verbffentlichung, die geeignet ist, cincn Priorititsanspruch zweifelhaft er-

*O”" Verbffeatlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,

"P" Veroffentlichung, dic vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach .

Anmeldedatum verdffentlicht worden ist

Kategorie® | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X US,A,5 041 780 (RIPPEL) 20.August 1991 1-4,6,7,
9
Y siehe Spalte 1, Zeile 47 - Spalte 2, Zeile 5
29
A siehe Spalte 3, Zeile 7 - Zeile 35 8
siehe Spalte 7, Zeile 61 - Spalte 8, Zeile
28; Abbildungen 1A-1C, 6-8
Y EP,A,0 415 439 (KK TOSHIBA) 6.Mdrz 1991 5
siehe Spalte 5, Zeile 24 - Spalte 6, Zeile
7; Abbildung 1A
X DE,A, 38 28 005 1-3,7
(FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT) 9.Mdrz
1989
siehe Spalte 2, Zeile 11 - Spalte 3, Zeile
25; Abbildung 1
- / -~
Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung \;on Feld C zu m Siche Anhang Patentfamilie
entnehmen
° Besondere Kategoricn von angegebenen Verdffentlichungen T S(;%éet:?et%clr?r{?ggég:gxgﬁldxrg?g; lililcc'l'?t 13:;;1::?&31“;% ::Kn;elgedamm
"A" Versflenlichung, dic den allgemeinen Stand der Technik definiert, Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zumVerstindnis des der
"E® ilteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen %Sﬂ‘é“}ngéc'““bcgeﬂf genden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"X Verdffenttichung von besonderer Bedeutung; dic beanspruchte Erfindun,
kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf

scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentichung belegt werden -y~ yergffentlichung von besonderer Bedeutung; dic beanspruchte Erfindun,
soll o‘fji‘i:;rlt.i)le aus einem anderen hesonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Titigkeit beruhend betrachtet

ausge

eine Benutzung, eine Ausstcllung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fac

dem beanspruchten Priorititsdatum veréffentlicht worden ist

werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen

Verbffentichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
naheliegen

&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

15t

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

5.Juli 1995 24 0195

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehdrde Bevollmichtigter Bediensteter

Europiisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (-+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+ 31-70) 340-3016 Iwansson, K

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Seite 1 von 2




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern'  ales Aktenzeichen

PCT/DE 95/00375

C{Fortsezung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategoric®

Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X

DE,A,42 21 385 (MIKROELEKTRONIK NEUHAUS)
5.Januar 1994
siehe Anspriiche 1,2; Abbildung 1

1-3,7

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

Seite 2 von 2




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veroffentichui._ .., die zur selben Patentfamilie gehéren

Interr nales Aktenzeichen

PCT/DE 95/00375

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veroffentlichung
US-A-5041780 20-08-91 KEINE
EP-A-415439 06-03-91 JP-A- 3090872 16-04-91
US-A- 5023684 11-06-91
DE-A-3828005 09-03-89 KEINE
DE-A-4221385 05-01-94 KEINE

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie){Juli 1992)




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

